SLIM5  -  WP2

Sintesi attività primi sei mesi 2006
Versione ultracorta (ma circa 300 caratteri…)

Caratterizzazione statica dispositivi di test del lotto JD6 (rivelatori a microstrip con JFET integrato).

Scelta del chip di front-end per i moduli a microstrip e per i rivelatori del telescopio per il beam test. 

Test statico dei dispositivi a BJT del lotto BD1.

Test funzionale di matrici di rivelatori a BJT per la rivelazione di particelle alfa.

Versione più descrittiva (circa 1600 caratteri)

Linea 1 - Rivelatori a microstriscia di ridotto spessore

La fabbricazione del lotto JD6, realizzato nell’ambito del PRIN 2003, è terminata nel mese di marzo. Questo lotto include, oltre a una varietà di transistori JFET e MOSFET, rivelatori a 64 o 128 strisce lunghe 7 cm con JFET integrato in configurazione source-follower.  E’ stata eseguita una prima caratterizzazione statica dei dispositivi  di test per estrarre i parametri principali, la loro dipendenza dagli split di processo e la loro uniformità. Si è evidenziata una forte variabilità dei parametri all’interno di alcuni split e per alcuni tipi di transistori, ma rimane un sufficiente numero di fette con buone caratteristiche per i transitori del tipo integrato nel rivelatore a strip. 
In collaborazione con il WP1 è stato scelto il chip di front-end (FSSR2) che equipaggerà sia i rivelatori a microstrip sottili sia quelli del telescopio nel beam test previsto per il 2008. Si è iniziato a investigare le opzioni disponibili per l’hardware di supporto (ibridi, pitch-adapter, flex cables, etc.).
Linea 2 – Rivelatori con amplificazione interna a BJT
Si è proseguita la caratterizzazione statica del lotto BD1, completato nel 2005. Sono state studiate strutture a singolo pixel con vari dispositivi di polarizzazione integrati (resistore in polisilicio, bleeding implant, transistore pnp). 
Si sono eseguite alcune prove di misura diretta dello spettro di rumore dei transistori, che hanno fornito risultati inadeguati a causa dell’insufficiente sensibilità della strumentazione ai bassi valori della corrente di base che caratterizzano il funzionamento ottimale dei rivelatori a BJT. 
Si è effettuata la caratterizzazione funzionale di una matrice di rivelatori a BJT con polarizzazione tramite resistori in polisilicio, utilizzando sorgenti beta e alfa, al fine di determinarne l’applicabilità alla misura della radioattività ambientale.
Attività prevista seconda metà 2006

Linea 1 - Rivelatori a microstriscia di ridotto spessore

Completamento della caratterizzazione elettrica e di rumore dei singoli transistori JFET; studio della loro tolleranza alle radiazioni tramite irraggiamenti con neutroni e/o protoni. Caratterizzazione parametrica dei rivelatori a microstrip con JFET integrato. Misure funzionali con impulsi laser IR e sorgenti radioattive su rivelatori a diodo PIN e a microstrip con JFET integrato, con readout tramite amplificatori a componenti discreti. Test e selezione dei sensori a microstrip a doppia faccia per il telescopio di fascio. 
Linea 2 – Rivelatori con amplificazione interna a BJT

Completamento della caratterizzazione elettrica di strutture a singolo pixel del lotto BD1, al fine di valutare meccanismi di polarizzazione alternativi. Misura delle caratteristiche elettriche di dispositivi irraggiati con neutroni. Continuazione dello studio sulla rivelazione di particelle alfa con matrici di dispositivi. Misura delle caratteristiche elettriche di dispositivi irraggiati con neutroni. Miglioramento del modello per descrivere le prestazioni di rumore del dispositivo. 
Attività prevista 2007
Linea 1 - Rivelatori a microstriscia di ridotto spessore

Si effettuerà un test funzionale di rivelatori a microstrip con JFET integrato, con readout tramite chip VA2TA e segnali generati da sorgenti X, beta e da laser IR. Sulla base dei risultati dei test statici e funzionali si deciderà se questi dispositivi sono in grado si soddisfare le specifiche del tracciatore in silicio sottile, nel qual caso si procederà all’ottimizzazione del progetto dei rivelatori, con l’ausilio di simulazioni, ed alla fabbricazione di un lotto su substrati epitassiali entro il 2007. 
In caso contrario si adotterà un approccio più conservativo, progettando e realizzando rivelatori a microstrip a doppia faccia su substrati spessi 200 µm.
Si procureranno i componenti di front-end per i moduli a microstrip del dimostratore e per il telescopio di fascio (chip FSSR2, ibridi, flex cables, patch-panels, pitch adapters). Si progetterà e si realizzerà la struttura meccanica dei piani del telescopio, procedendo in seguito all’assemblaggio degli stessi. 
Si effettuerà uno studio sulla possibilità di assottigliare rivelatori fabbricati su substrati epitassiali, mantenendo un buon contatto non-iniettante sulla faccia posteriore del cristallo. 

Linea 2 – Rivelatori con amplificazione interna a BJT

Sulla base dei test eseguiti nel 2006 e dei modelli sviluppati per descrivere i dispositivi, si procederà ad una valutazione conclusiva delle possibili applicazioni di questo tipo di rivelatore, con particolare riguardo al monitoraggio della radioattività  ambientale, per la quale si sono già ottenuti risultati promettenti.
Milestones INFN 2007

06/2007 Definizione del tipo di rivelatori a microstrip da impiegare per i moduli del tracciatore sottile, progetto e layout degli stessi.

12/2007 Completamento fabbricazione dei rivelatori a microstrip. Assemblaggio di quattro piani del telescopio di fascio. 
